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１．概要（Summary ） 

Si基板に電子線リソグラフィー装置を用いて 

φ250nmの目抜きパターンを所定の位置に形成 

する。レジスト厚は 300nm以上が望ましい。 

 

 

 

２．実験（Experimental） 

使用装置；電子線リソグラフィー装置 JSM6500F 

 

４．その他・特記事項（Others） 

「なし。」 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

「なし。」 

 

６．関連特許（Patent） 

「なし。」 

上記装置を用いて作製したサンプルを自社にて 

RIEを行なった。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

RIE後の SEM写真を示す。 

 

          Figure1.SEM image 

 

(1)レジストの横方向の後退が速い。 

(2)Si をもっと垂直に RIE する必要がある。 

(3)レジストと Siの選択比を改善する必要がある。 

以上の様な Si RIE プロセスの改善が必要である。 

 

 

 


